10.1. Silisyum Althklarin(Alt Tabakalarin) Haziranasi

Kullanilacak si alt tabasinin temizlenmesi

Kullanilacak tabakanin ¢ok iyi temizlengrolmasi deneyin arinda buyik 6nem ¢a.

Yapilan slemler sirasiylagagidaki gibidir:

1. Si altlik spincoater cihazina yeytieilir

2. Cihaz cahtirildiktan sonra si altlik tzerine aseton puskiirtQ

3. Cihaz durduktan sonra tabakanin yeterince tetnz olmadgl kontrol edilir ve gerekirse

ayni slem yeniden tekrarlanir.
Tabaka yeterince temiz olmazsa iyi bir kapdzelde edilemez c¢iinkt bulunabilecek kirler

kaplamada hguklarin yani kaplanmargibélgelerin olgmasina yada kaplamada yirtiimaya

neden olabilirler.

10.2. Cozeltilerin Hazirlanmasi

Cinko ¢ozeltisi

1) 1) 2.2 grZnAc
2) 2) 1.05 gr Dietilamin
3) 3) 0.36grhHO
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COzeltinin hazirlanisi; 2.2 gr ZnAc temiz ve derin olmayan kige icerisine konulduktan
sonra icerisine 10 m dipropanol(CHCH(OH)CH) ilave edilir ve kagtirilmak Gzere
manyetik kamtirici tzerine yerlgirilir. Karistirma slemi devam ederken tizerine 1.05 gr
dietilamin ilave edilir ve 60 C 'de 10 dakika kastirilarak temiz ¢ozelti elde edildikten sonra
yavas bir sekilde 0.36 gr HO ilave edilir. Yine temiz bir ¢ozelti elde edilekadar ¢ozeltinin
karistirlimasi glemine devam edilir. Daha sonra hazirlanan ¢ofigkden gegirilir.

Galyum c¢ozeltisi ;
1) 1) 0.25gr GaN

2) 2) 15m/ H,0
3) 3) 1m/ ISO
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COzeltinin hazirlanisi; Yukaridaki miktarlar dikkate alinarak malzemelkemiz bir kap
icerisinde kagtirilmak tizere manyetik katirici tzerine yerlgirilir ve homojenlik elde
edilene kadar kagtirici cihaz tGzerinde tutulur. Katirma sleminin sona ermesinden sonra

cozelti filtreden gecirilir.

10.3. ZnGa0, ince Filmlerinin Kaplanmasi

Tum kaplamalemleri sol-jel spin kaplama tekiiile gergeklatirilmi stir.
ZnGa0Oqince filmleri silisyum althik Gzerine iki ¢ozeltinisirasiyla kaplanmasi sonucu elde
edilmistir. Ancak altlik Gzerine kaplanan ilk ¢cozeltiniagarili olmasi ¢cok 6énemlidir. Cunki
ilk kaplama bagarili dezilse Gzerine yeni bir ¢ozeltinin kaplanmasi anlagmnbaz ve yine
basarisiz bir sonug elde edilir. Bu nedenle onceltklmiz silisyum altlik Gzerine ¢inko
cOzeltisi kaplanngtir ve bagarih bir kaplama elde edene kadar ¢ok sayida kagpla
yapilmstir.

Bu kaplamalar esnasinda dahadodi kaplamalar elde edebilmek i¢in spin kaplama

cihazinin dondirme hizlari ve streleri Gizerinda bagsikliklere gidilmistir.

! Numune spin kaplama cihazindan alinip isiticilamdetirilirken cok hizli davraniimalidir. Ciinkii kaplama
¢Ozelti jel formunda olup kurumasgtir ve ortamdan tozlar yadagéir kirler Gzerine yagabilir ve elde edilecek
filmin verimini distrir. Sa¢ kurutma makinesi ile numune spin kaplaiiazindan alinir alinmaz kurutulabilir.



( Kullanilan ¢ozeltiler icin dgru ayarlar; kaplamadaki kariya gore tespit edilrgtir ve ayar
desisimleri ¢ozeltilerin yapilari gbz 6ntinde bulundumalla yapiimstir). Cinko ¢ozeltisi icin
asagidaki degerler dikkate alinarak kaplama yapigtm.

Spin kaplama cihazindaki deerler(Zn igin)

RECIPE 0002

RPM 1 1000
RAMP 1 0005
TIME 1 0010
RPM 2 3000
RAMP 2 0005
TIME 2 0030
RPM 3 3000
RAMP 3 0005
TIME 3 0000
RAMP 4 0005

Kapla islemi: Temiz silisyum altlik spin kaplama cihazina ystilderek hazirlanan
cinko cozeltisisiringa yardimiyla altlik Gzerine tim ytzeyi kaplegksekilde damlatilir.
Spin kaplama cihazi catirilir. Cihazin durduktan sonra althk cihazdamatak dnce 100
°C 'ye ayarlanmy etiivde 10 dakika ve daha sonra 280ye ayarlanmy firinda 10 dakika
bekletilir. Ayni islemler tekrarlanarak silisyum altlik Gzerine déat kaplama yapilir.

Elde edilen numunenin XRD(%tn1 kirinimi) yapisina bakilrtr.

ZnGa,04 ince filminin elde edilmesi

Daha 0nceden hazirlanan iki ¢ozelti 6nc&gigbzeltisi olmak tzere sirasiyla temiz
silisyum altlik Gzerine kaplanir. Cinko ¢ozeltisin numune(altlik) ettiv ve firinda 10’ar
dakika galyum cozeltisi ise 5’er dakika tutulgtur(cinko Uzerine galyum c¢dzeltisinin
kaplamasi esnasinda kullanilan spin kaplama cenaina bir cok deneme sonucu
ulastimistir). Spin kaplama cihazinda her iki ¢ozelti icullnilana ayarlarsagida



gosterilmitir. Bu sekilde devam ederek p&atl bir kaplama elde ettikten sonra numune

1000C ‘ye ayarlanmy firina yerlatirilir.
Firinda bir saat bekletildikten sonra numune ahka(RD ve SEM yapilarina bakilgtir.
Yukaridaki kaplamaleminde numune 108Q’deki firina yerlatirildi ginden firin

icerisinden azot gazi gecirilmegtir; ayni kaplamasiemi firin igerisinden firinin sicalg
550°C'yi gosterdginde azot gazi gegirilerek tekrarlandi. Firin 180/e ulastiktan ve tekrar
550°C’ ye kadar ditiikten sonra azot gazi gantisi kesilerek sicaklik biraz dahastlikten
sonra numune firin icerisinden ¢ikarilip(Firiniotegazi bglantisi nedeniyle kapali bulunan
iki ucundan 6nce bir ucu ve bir sure sonradgeducu agilarak numune firindan ¢ikargim)

yine XRD ve SEM yapilari incelensgtir.

Spin kaplama cihazi ayari(Zn igin)

RECIPE 0002

RPM 1 1000
RAMP 1 0005
TIME 1 0010
RPM 2 3000
RAMP 2 0005
TIME 2 0030
RPM 3 3000
RAMP 3 0005
TIME 3 0000
RAMP 4 0005



Spin kaplama cihazi ayari (Ga icin)

RECIPE 0003

RPM 1 1000
RAMP 1 0005
TIME 1 0010
RPM 2 3000
RAMP 2 0005
TIME 2 0030
RPM 3 3000
RAMP 3 0005
TIME 3 0000
RAMP 4 0005
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